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Eine systematiselae S~lehe ~aeI~ Verbindungen mit D88 
(MnsSi3)-Struktur in den Systemen vott Ti, Zr ~md Hf mit AI, 
Ga, In und Sb ergab drei neue Phasen dieses Typs: TisGaa, 
HfaGa3 und ZrsSb3*. 

Die Probenherstellung wurde bereifs an anderer 8telle besehrieben ~. 
Die Untersuehung erfolgte auf r6ntgenographisehem Wage mit einem 
Philips Diffraetometer. 

Aluminide mit DSs-Strulctur: Die Angaben in der Literatur konnten 
bes~gtigt warden. Demnaeh fehlt eine Phase TisAla 2. Dagegen sind die 
Phasen ZrsAla a, 4, ~ und HfsAla 6, 7 metalloidstabilisiert. 

Gallide mit D8s-Struktur: Alle drei m6gliehen Gallide existieren. 
Inwieweit sie metMloidstabilisiert sind, wurde nieht ngher untersneht. 

* Inzwisehen wurde bereits fiber die Phasen TisGasOz und HfaGas 
(M. P6tzschke und K. Schubert, Z. MetMlkde. 53, 474 [1962]) und ZrsSb3 
(K. Schubert, Naturwiss. 49, 57 [19623) beriehte~. Al]erdings fanden wit 
e~was ~ndere Gitterkons~ar~er~. 
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TiaGa~ besitzt die Zellabmessungen a = 7,604; c = 5,28s~ und 
c/a = 0,695. Mit den freien Parametern xmi = 0,24 und XGa = 0,605 
erzielt man gute Ubereinstimmung zwischen berechneten und beobachte- 
ten Intensit~ten. 

Die Phase ZrsGa32 konnte best/~tigt werden. Allerdings fanden 
wir m i t a  = 8,020; c = 5,67s A and c/a = 0,708 eiwas andere Zell- 
abmessungen, als in der Literatur ~ berichtet wurden (a = 8,04; c = 
= 5,71 • und c/a = 0,71). 

HfsGa3 besitzt die Zellabmessungen a = 7,962; c = 5,677 A und 
c/a = 0,713. Auffallend ist das hohe Achsenverhalinis, das zwischen 
dem der Silicide der 3a- und der 4a-Gruppe liegt s. Als freie Parameter 
wurden XH~ ---- 0,25 und XGa = 0,610 angenommen. 

I n d i u m  aIs Partner in DSs-Phasen: In keinem der untersuchten 
Systeme konnte eine bin/~re D 8s-Phase mit Indium nachgewiesen werden. 
Jedoch existieren tern/~re Verbindungen dieses Typs 1. 

Antimonide mit  D8s-Struktur:  Es existiert lediglich ZrsSb~ mit den 
Zellabmessungen a = 8,465; c = 5,806/~ und c/a ~ 0,686 und mit den 
iiblichen freien Parametern Xzr ---- 0,25 und Xsb ~ 0,610. Dies ist das 
erste bekannte Antimonid mit dieser Struktur. Allerdings sind die 
Legierungen chemisch sehr unbest~ndig und zersetzen sieh sehr sehnell 
an der Luftfeuehtigkeit. Es ist nicht ausgesehlossen, dug die Zusammen- 
setzung dieser Phase etwas nach der Zirkoniumseite hin versehoben ist 
(64 At.% Zr start 62,5 At.%). 

In  entsprechenden Legierungen mit Hafnium konnte keine DSs- 
Phase nachgewiesen werden. Auch diese Legierungen sind sehr zersetzlich. 

Diese Studie ist ein Beitrag des Laboratory for Research on the 
Structure of Mutter, University of Pennsylvania, unterstiitzt durch 
die Advanced I{esearch Projects Agency, Office of the Secretary of Defense. 
Diese Arbeit wurde durch die U.S.  Air Force unter Kontrakt AF 49 
(638)-1027 unterstiitzt, wofiir wir herzlich danken. 
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